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図１：Spectra Ultra S/TEM
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複数の金属元素から成る
「高エントロピー酸化物」のTEM/APT解析

主な使用装置：原子レベル元素分布・構造解析用S/TEM Spectra Ultra
深紫外レーザーアトムプローブ（APT） Invizo6000
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備考：本成果はNIMSで新規開発された高エントロピー酸化物をS/TEMとAPTを

相補的に用いることで、均質な元素分布を持つ単結晶薄膜であることを解明した。

NIMSは磁気メモリ（MRAM）やハードディスク（HDD）に用いられる
トンネル磁気抵抗（TMR）素子の記録密度をさらに高めるため、Li、
Ti、Mg、Al、Gaの5つの金属元素を含む酸化物「LiTiMgAlGaO」を
開発した。
走査透過型電子顕微鏡（S/TEM）による結晶構造解析およびAPTに
よるリチウムを含む各元素の分布解析を行った。その結果、開発した
高エントロピー酸化物が岩塩結晶構造であることを明らかにした。本
成果は、将来的な実用デバイスへの応用が期待される。
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図３：高エントロピー酸化物、LiTiMgAlGaO
薄膜の作製方法と薄膜断面のSTEM像。リチ
ウム・チタン酸化物（LiTiO）とマグネシウム・
アルミニウム・ガリウム酸化物（MgAlGaO）
を原子程度の厚さで積層することで作製し、
岩塩結晶構造を持ち、均質な元素分布を持つ
単結晶薄膜が実現した。
（※図はNIMSプレスリリースから）


